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(57)摘要

本发明提供一种提高边抛大直径硅片表面

洁净度的清洗工艺，包括以下步骤，对硅片进行

碱溶液清洗；对硅片进行第一纯水清洗，去除硅

片表面的碱溶液；对硅片进行酸溶液清洗；对硅

片进行第二纯水清洗，去除硅片表面的酸溶液；

对硅片进行第三纯水清洗；对硅片进行慢提拉、

烘干。本发明的有益效果是用于对大直径硅片边

抛后清洗，采用碱洗和酸洗，去除硅片表面的颗

粒杂质和金属离子，保证硅片表面的清洁度，降

低清洗成本。
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1.一种提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：包括以下步骤，

对硅片进行碱溶液清洗；

对所述硅片进行第一纯水清洗，去除硅片表面的碱溶液；

对所述硅片进行酸溶液清洗；

对所述硅片进行第二纯水清洗，去除硅片表面的酸溶液；

对所述硅片进行第三纯水清洗；

对所述硅片进行慢提拉、烘干。

2.根据权利要求1所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：所

述对硅片进行碱溶液清洗中，采用所述碱溶液对所述硅片进行超声清洗，清洗时间为250-

350s，所述碱溶液温度为50-70℃。

3.根据权利要求2所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：所

述对硅片进行碱溶液清洗中，所述碱溶液为氨水与双氧水混合溶液，所述氨水与所述双氧

水的体积比为1：2，所述氨水为质量分数44％-46％溶液。

4.根据权利要求3所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：所

述对硅片进行酸溶液清洗中，清洗时间为250-350s，所述酸溶液温度为40-50℃。

5.根据权利要求4所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：所

述酸溶液为盐酸与所述双氧水溶液，所述盐酸与所述双氧水的体积比为1：2，所述盐酸为质

量分数35％-38％溶液。

6.根据权利要求3-5任一项所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特

征在于：所述双氧水为质量分数30％-32％溶液。

7.根据权利要求6所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：所

述对硅片进行第一纯水清洗中，清洗时间为250-350s。

8.根据权利要求7所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：所

述对硅片进行第二纯水清洗中，清洗时间为230-330s。

9.根据权利要求7或8所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在

于：所述对硅片进行第三纯水清洗中，清洗时间为250-350s。

10.根据权利要求9所述的提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺，其特征在于：

所述对硅片进行慢提拉、烘干步骤中，所述硅片慢提拉时间为30-90s，温度为40-50℃，所述

烘干时间为50-110℃。
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一种提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗工艺

技术领域

[0001] 本发明属于硅片生产技术领域，尤其是涉及一种提高边抛大直径硅片表面洁净度

的清洗工艺。

背景技术

[0002] 边抛是对硅片进行全局平坦化的最有效的方法，在化学机械抛光后，硅片表面杂

质及金属离子残留比较多，需要对硅片进行清洗。但随着硅片尺寸的增大，按照目前清洗方

式，脏片比例上升。虽然，采用延长清洗的时间、加大药液的用量、增加溢流量可以达到清洗

目的，但成本会上升。

发明内容

[0003] 鉴于上述问题，本发明要解决的问题是提供一种提高边抛大直径硅片表面洁净度

的清洗工艺，用于对大直径硅片边抛后清洗，采用碱洗和酸洗，去除硅片表面的颗粒杂质和

金属离子，保证硅片表面的清洁度，降低清洗成本。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是：一种提高边抛大直径硅片表面

洁净度的清洗工艺，包括以下步骤，

[0005] 对硅片进行碱溶液清洗；

[0006] 对硅片进行第一纯水清洗，去除硅片表面的碱溶液；

[0007] 对硅片进行酸溶液清洗；

[0008] 对硅片进行第二纯水清洗，去除硅片表面的酸溶液；

[0009] 对硅片进行第三纯水清洗；

[0010] 对硅片进行慢提拉、烘干。

[0011] 进一步的，对硅片进行碱溶液清洗中，采用碱溶液对硅片进行超声清洗，清洗时间

为250-350s，碱溶液温度为50-70℃。

[0012] 进一步的，对硅片进行碱溶液清洗中，碱溶液为氨水与双氧水混合溶液，氨水与双

氧水的体积比为1：2，氨水为质量分数44％-46％溶液。

[0013] 进一步的，对硅片进行酸溶液清洗中，清洗时间为250-350s，酸溶液温度为40-50

℃。

[0014] 进一步的，酸溶液为盐酸与双氧水溶液，盐酸与双氧水的体积比为1：2，盐酸为质

量分数35％-38％溶液。

[0015] 进一步的，双氧水为质量分数30％-32％溶液。

[0016] 进一步的，对硅片进行第一纯水清洗中，清洗时间为250-350s。

[0017] 进一步的，对硅片进行第二纯水清洗中，清洗时间为230-330s。

[0018] 进一步的，对硅片进行第三纯水清洗中，清洗时间为250-350s

[0019] 进一步的，对硅片进行慢提拉、烘干步骤中，硅片慢提拉时间为30-90s，温度为40-

50℃，烘干时间为50-110℃。
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[0020] 由于采用上述技术方案，具有碱洗部、第一纯水清洗部、酸洗部、第二纯水清洗部

和第三纯水清洗部，依次对硅片进行碱洗、纯水清洗、酸洗、纯水清洗和纯水超声清洗，通过

碱洗的腐蚀和酸洗的腐蚀，便于将边抛后的硅片表面的颗粒杂质和金属离子去除，同时能

够将硅片表面的机械损伤去除，保证硅片表面的清洁度，降低清洗成本。

附图说明

[0021] 图1是本发明的一实施例的结构示意图。

[0022] 图中：

[0023] 1、碱洗部               2、第一纯水清洗部      3、酸洗部

[0024] 4、第二纯水清洗部       5、第三纯水清洗部      6、慢提拉部

[0025] 7、烘干部

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步的说明。

[0027] 图1示出了本发明一实施例的工艺流程图，本实施例涉及一种提高边抛大直径硅

片表面洁净度的清洗工艺，应用于12寸及以上大尺寸硅片边抛后清洗时使用，采用碱溶液

和酸溶液对大尺寸硅片进行清洗，去除硅片表面颗粒杂质和金属离子，使得硅片表面达到

一定的洁净度，去除在硅片表面及边缘的边抛药液残留。

[0028] 一种提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗系统，如图1所示，包括碱洗部1、第一

纯水清洗部2、酸洗部3、第二纯水清洗部4、慢提拉部6和烘干部7，碱洗部1、第一纯水清洗部

2、酸洗部3、第二纯水清洗部4、第三纯水清洗部5、慢提拉部6和烘干部7依次设置，在对边抛

后的硅片进行腐蚀清洗，去除硅片表面的颗粒杂质及金属离子，同时去除硅片表面的机械

损伤。

[0029] 该碱洗部1包括碱洗槽，即1槽，在碱洗槽内有碱溶液，对硅片进行碱溶液清洗，碱

溶液对硅片表面进行腐蚀，去除硅片表面的颗粒杂质，同时，去除硅片表面的机械损伤，该

碱洗槽具有超声功能，将超声发生器安装在碱洗槽上，能够对硅片进行超声清洗，同时，该

碱洗槽具有加热功能，能够对碱洗槽内的碱溶液加热，使得碱溶液在硅片清洗时是在高温

下进行的。该碱溶液为氨水与双氧水混合溶液，加强氨水的氧化能力，在该碱溶液中，氨水

与双氧水的体积比为1：2，其中，氨水为质量分数44％-46％溶液，双氧水为质量分数30％-

32％溶液，也就是，该碱溶液为氨水与双氧水的体积比为1：2，按照该体积比进行碱溶液进

行配液。碱溶液在清洗时，清洗时间为250-350s，碱溶液温度为50-70℃，超声波输出功率为

300-400W，根据实际需求进行选择，这里不做具体要求。

[0030] 第一纯水清洗部2包括第一纯水清洗槽，即2槽，在该槽内装有纯水，对经过碱溶液

清洗的硅片进行纯水清洗，将硅片表面的碱溶液清洗干净，该第一纯水清洗槽具有溢流功

能，对硅片进行纯水清洗，清洗时间为250-350s，根据实际需求进行选择，这里不做具体要

求。

[0031] 酸洗部3包括酸洗槽，即3槽，在该酸洗槽内装有酸溶液，对硅片进行清洗，酸溶液

对硅片进行腐蚀，将硅片表面的金属离子清洗掉，同时，将硅片表面没有清洗的碱溶液中

和，去除硅片表面的机械损伤。该酸洗槽具有加热功能，能够对酸洗槽内的酸溶液进行加
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热，使得硅片在进行酸洗时在高温下进行。该酸溶液为盐酸与双氧水溶液，盐酸与双氧水的

体积比为1：2，盐酸为质量分数35％-38％溶液，双氧水为质量分数30％-32％溶液，也就是，

该酸溶液为盐酸与双氧水的体积比为1：2，按照该体积比进行酸溶液进行配液。在进行酸洗

时，清洗时间为250-350s，酸溶液温度为40-50℃，根据实际需求进行选择，这里不做具体要

求。

[0032] 第二纯水清洗部4包括第二纯水清洗槽，即4槽，在该槽内装有纯水，对经过酸溶液

清洗的硅片进行纯水清洗，将硅片表面的酸溶液清洗干净，该纯水清洗采用快排方式，进行

多次给水和排水，第二纯水清洗槽内的纯水的清洁度比较高，便于将硅片表面的酸溶液清

洗干净，该清洗时间为230-330s，根据实际需求进行选择，这里不做具体要求。

[0033] 第三纯水清洗部5包括第三纯水清洗槽，即5槽，在该槽内装有纯水，对经过第二次

纯水清洗的硅片再次进行纯水清洗，将硅片表面的没有清洗掉的酸溶液清洗干净，该第三

纯水清洗槽具有溢流功能和超声功能，对硅片进行纯水超声清洗，清洗时间为250-350s，超

声输出功率为290-390W，根据实际需求进行选择，这里不做具体要求。

[0034] 慢提拉部6包括慢提拉槽，即6槽，在该槽内装有纯水，在慢提拉槽的上部安装有提

升装置和吹气装置，对硅片进行慢提拉，同时，吹气装置对硅片进行吹气，将硅片表面的水

汽吹干，使得硅片表面保持干燥。

[0035] 烘干部7包括烘干装置，即7槽，对慢提拉后的硅片进行烘干，将硅片表面的水分烘

干，使得硅片表面保持干燥，该烘干时间为50-110s，根据实际需求进行选择，这里不作具体

要求。

[0036] 一种提高边抛大直径硅片表面洁净度的清洗系统，采用上述提高边抛大直径硅片

表面洁净度的清洗系统对大尺寸硅片进行边抛后清洗，包括以下步骤，

[0037] 对需要清洗的硅片进行检验，检验硅片是否有损坏，若硅片有损坏，则将损坏的硅

片取出；若无损坏，则进行上片，将硅片放置于清洗机的上料处，对硅片进行清洗。

[0038] 对硅片进行碱溶液清洗，去除硅片表面的颗粒杂质，去除边抛液在硅片边缘及硅

片表面的残留：具体的，在对硅片进行碱溶液清洗中，采用碱溶液对硅片进行超声清洗，清

洗时间为250-350s，碱溶液温度为50-70℃，超声波输出功率为290-390W，根据实际需求进

行选择，这里不做具体要求。

[0039] 该碱溶液为氨水与双氧水混合溶液，加强氨水的氧化能力，在该碱溶液中，氨水与

双氧水的体积比为1：2，其中，氨水为质量分数44％-46％溶液，双氧水为质量分数30％-

32％溶液，也就是，该碱溶液为氨水与双氧水的体积比为1：2，按照该体积比进行碱溶液进

行配液。

[0040] 对硅片进行第一纯水清洗，去除硅片表面的碱溶液：采用纯水对经过碱溶液清洗

的硅片进行纯水溢流清洗，去除硅片表面的碱溶液，该对硅片进行纯水清洗时，清洗时间为

250-350s，根据实际需求进行选择，这里不做具体要求。

[0041] 对硅片进行酸溶液清洗，去除硅片表面的金属离子：对硅片进行酸溶液清洗中，清

洗时间为250-350s，酸溶液温度为40-50℃，根据实际需求进行选择，这里不做具体要求。该

酸溶液为盐酸与双氧水溶液，盐酸与双氧水的体积比为1：2，盐酸为质量分数35％-38％溶

液，双氧水为质量分数30％-32％溶液，也就是，该酸溶液为盐酸与双氧水的体积比为1：2，

按照该体积比进行酸溶液进行配液。
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[0042] 对硅片进行第二纯水清洗，去除硅片表面的酸溶液：在对硅片进行第二纯水时，采

用快排方式进行清洗，清洗时间为230-330s，根据实际需求进行选择，这里不做具体要求。

[0043] 对硅片进行第三纯水清洗，再次去除硅片表面的酸溶液：在对硅片进行第三纯水

清洗时，对硅片进行超声纯水清洗，清洗时间为250-350s，超声输出功率为290-390W，根据

实际需求进行选择，这里不做具体要求。

[0044] 对硅片进行慢提拉、烘干：硅片进行超声纯水清洗后，对硅片进行慢提拉，将硅片

表面的水分去除，硅片慢提拉时间为30-90s，温度为40-50℃，根据实际需求进行选择，这里

不做具体要求。

[0045] 慢提拉结束后，硅片进入烘箱中，对硅片进行烘干，将硅片表面水分完全去除，使

得硅片的表面清洁度达到规定要求，该烘干时间为50-110s，根据实际需求进行选择，这里

不做具体要求。

[0046] 烘干后，硅片从清洗机中下片，进行检验。

[0047] 下面以几个具体实施例进行说明。

[0048] 实施例一

[0049] 硅片在边抛结束后，对硅片进行检验，检验硅片是否有损坏，若硅片有损坏，则将

损坏的硅片取出；若无损坏，则进行上片，将硅片放置于清洗机的上料处，对硅片进行清洗。

[0050] 首先，将硅片放置于装有碱溶液的碱洗槽内，对硅片进行碱溶液清洗，去除硅片表

面的颗粒杂质及机械损伤，在进行碱溶液清洗时，清洗时间为250s，碱溶液温度为50℃，超

声波输出功率为300W；该碱溶液为中氨水为质量分数44％溶液，双氧水为质量分数30％溶

液，氨水的体积为3.72L，双氧水的体积为7.44L；

[0051] 碱溶液清洗完毕后，将硅片放置于第一纯水清洗槽内，对硅片进行纯水溢流清洗，

该清洗时间为280s；

[0052] 第一纯水清洗完毕后，将硅片放置于酸洗槽内，对硅片进行酸洗，该清洗时间为

250s，酸溶液温度为40℃，该酸溶液中盐酸为质量分数35％溶液，双氧水为质量分数30％溶

液，且盐酸的体积为2.91L，双氧水的体积为5.82L；

[0053] 酸洗完毕后，将硅片放置于第二纯水清洗槽内，对硅片进行纯水清洗，该纯水清洗

时采用快排方式进行纯水清洗，将硅片表面的酸溶液清洗掉，该清洗时间为230s；

[0054] 第二纯水清洗完毕后，将硅片防止与第三纯水清洗槽内，对硅片进行第三纯水清

洗，该第三纯水清洗时采用纯水超声清洗，该清洗时间为230s，超声输出功率为290W；

[0055] 第三纯水清洗完毕后，将硅片放置于慢提拉槽内，对硅片进行慢提拉，硅片慢提拉

时间为30s，温度为40℃；

[0056] 慢提拉后，将硅片放置于烘箱内，将硅片烘干，烘干时间为50s。

[0057] 实施例二

[0058] 硅片在边抛结束后，对硅片进行检验，检验硅片是否有损坏，若硅片有损坏，则将

损坏的硅片取出；若无损坏，则进行上片，将硅片放置于清洗机的上料处，对硅片进行清洗。

[0059] 首先，将硅片放置于装有碱溶液的碱洗槽内，对硅片进行碱溶液清洗，去除硅片表

面的颗粒杂质及机械损伤，在进行碱溶液清洗时，清洗时间为350s，碱溶液温度为70℃，超

声波输出功率为400W；该碱溶液为中氨水为质量分数44％溶液，双氧水为质量分数30％溶

液，氨水的体积为3.72L，双氧水的体积为7.44L；
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[0060] 碱溶液清洗完毕后，将硅片放置于第一纯水清洗槽内，对硅片进行纯水溢流清洗，

该清洗时间为350s；

[0061] 第一纯水清洗完毕后，将硅片放置于酸洗槽内，对硅片进行酸洗，该清洗时间为

350s，酸溶液温度为50℃，该酸溶液中盐酸为质量分数35％溶液，双氧水为质量分数30％溶

液，且盐酸的体积为2.91L，双氧水的体积为5.82L；

[0062] 酸洗完毕后，将硅片放置于第二纯水清洗槽内，对硅片进行纯水清洗，该纯水清洗

时采用快排方式进行纯水清洗，将硅片表面的酸溶液清洗掉，该清洗时间为300s；

[0063] 第二纯水清洗完毕后，将硅片放置于第三纯水清洗槽内，对硅片进行第三纯水清

洗，该第三纯水清洗时采用纯水超声清洗，该清洗时间为330s，超声输出功率为390W；

[0064] 第三纯水清洗完毕后，将硅片放置于慢提拉槽内，对硅片进行慢提拉，硅片慢提拉

时间为90s，温度为50℃；

[0065] 慢提拉后，将硅片放置于烘箱内，将硅片烘干，烘干时间为110s。

[0066] 实施例三

[0067] 硅片在边抛结束后，对硅片进行检验，检验硅片是否有损坏，若硅片有损坏，则将

损坏的硅片取出；若无损坏，则进行上片，将硅片放置于清洗机的上料处，对硅片进行清洗。

[0068] 首先，将硅片放置于装有碱溶液的碱洗槽内，对硅片进行碱溶液清洗，去除硅片表

面的颗粒杂质及机械损伤，在进行碱溶液清洗时，清洗时间为250s，碱溶液温度为70℃，超

声波输出功率为300W；该碱溶液为中氨水为质量分数46％溶液，双氧水为质量分数32％溶

液，氨水的体积为3.72L，双氧水的体积为7.44L；

[0069] 碱溶液清洗完毕后，将硅片放置于第一纯水清洗槽内，对硅片进行纯水溢流清洗，

该清洗时间为350s；

[0070] 第一纯水清洗完毕后，将硅片放置于酸洗槽内，对硅片进行酸洗，该清洗时间为

250s，酸溶液温度为50℃，该酸溶液中盐酸为质量分数38％溶液，双氧水为质量分数32％溶

液，且盐酸的体积为2.91L，双氧水的体积为5.82L；

[0071] 酸洗完毕后，将硅片放置于第二纯水清洗槽内，对硅片进行纯水清洗，该纯水清洗

时采用快排方式进行纯水清洗，将硅片表面的酸溶液清洗掉，该清洗时间为230s；

[0072] 第二纯水清洗完毕后，将硅片放置于第三纯水清洗槽内，对硅片进行第三纯水清

洗，该第三纯水清洗时采用纯水超声清洗，该清洗时间为250s，超声输出功率为290W；

[0073] 第三纯水清洗完毕后，将硅片放置于第二纯水清洗槽内，对硅片进行纯水超声清

洗，该清洗时间为250s，超声输出功率为290W；

[0074] 酸洗完毕后，将硅片放置于慢提拉槽内，对硅片进行慢提拉，硅片慢提拉时间为

50s，温度为50℃；

[0075] 慢提拉后，将硅片放置于烘箱内，将硅片烘干，烘干时间为90s。

[0076] 由于采用上述技术方案，具有碱洗部、第一纯水清洗部、酸洗部、第二纯水清洗部

和第三纯水清洗部，依次对硅片进行碱洗、纯水清洗、酸洗、纯水清洗和纯水超声清洗，通过

碱洗的腐蚀和酸洗的腐蚀，便于将边抛后的硅片表面的颗粒杂质和金属离子去除，同时能

够将硅片表面的机械损伤去除，保证硅片表面的清洁度，降低清洗成本。

[0077] 以上对本发明的实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本发明的较佳实施例，

不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等，
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均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。
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